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En este trabajo se investiga el efecto del dopaje con Al en los parametros de juntura de diodos
Schottky de pelicula delgada de Ag/CdS:Al y su respuesta eléctrica a la irradiacion de
microondas. Mediante deposicion por bafio quimico, se prepararon peliculas delgadas
nanocristalinas de CdS:Al con espesores comprendidos entre 109 y 173 nm mediante
deposicidon en bafio quimico y, posteriormente, se hicieron crecer sobre ellas peliculas de Ag
con un espesor medio de 102 nm mediante pulverizacidon catédica. Las propiedades
estructurales, quimicas, morfoldgicas y Opticas de las peliculas de CdS:Al y Ag se
caracterizaron mediante difraccién de rayos X (DRX), microscopio electrénico de barrido,
microscopio de fuerza atdmica, espectroscopia de dispersion de energia de rayos X y
espectrofotometro UV-Vis, respectivamente. Los estudios de DRX muestran que las peliculas
delgadas de CdS:Al y Ag tienen una estructura hexagonal y cubica, respectivamente. El
tamafo de los cristalitos disminuye con el contenido de Al en las peliculas de CdS:Al,
encontrandose en el rango de 15-40 nm. Se observa una disminucién en la intensidad del pico
principal de DRX de las peliculas CdS:Al, causada por la inclusién de AI203 amorfo en la
pelicula CdS. También se obtuvieron las caracteristicas corriente-voltaje (I-V) de diodos
Ag/CdS:Al, con diferentes contenidos de Al. Basandose en las caracteristicas |-V de los
diodos, se calcularon su altura de barrera ®,, el factor de idealidad n, y la resistencia en serie
Rs, y se encontré que estos valores se modifican al aumentar el contenido de Al en las
peliculas de CdS, en los rangos: ®,: 0,7037-0,8426 €V; n : 3,485-4,213; Rs: 0,54-9,86 MQ. Por
ultimo, se estudiaron las caracteristicas |-V de los diodos Ag/CdS:Al bajo irradiacion de
microondas de banda X a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad. Para un valor
especifico de dopaje de Al, se observé que la densidad de corriente a través del diodo durante
la irradiacion era inferior (0,87-11,6 mA/cm? a la del diodo sin irradiar (1,14-15,6 mA/cm?),
cuando la tensidon de polarizacidn era superior a un valor determinado (3 V). Este ultimo
resultado podria ser Util en un potencial sensor de microondas de pelicula delgada en banda
X.
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